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‘grado de entrada todavia tenga el valor, en el que la relacién

307279

En la recepcidén de radiodifusidn con receptorel
de transistores se observa en lugares, en los que varias emiso-
res suministran una gran fuerza de campo, que especialmente lag
emisiones de la emisora con la mdxima fuerza de campo aparecen
en varios lugsres del alcance de ondas, especialmente del alcan-
ce de ondas ultra-cortas, en los que realmente no deberian re-
cibirse, Bsto se debe achacar a una formacidn de frecuencia de
combinacién con participacidén de las oscilaciones superiores,
formadas en el primer grado de transistor, de las frecuencias
de emisora recibidas. La razén de la formacién de la frecuen-
cig de combinacidn reside en que el alcance de mando de distri-
bucidn, aproximadsmente linial de un transistor, es mucho menox
que €1 de una vélvula.

El invento demuestra cémo puede eliminarse este
inconveniente. Segin el invento, en la conduccién de entrada del
emisor del transistor que se hace funcionar en conexidén de emi-
sor, estf colocada una bobina, cuya inductividad est4 dimensio-
nada tan grande que las amplitudes de frecuencias de combina-
cidn wolestas se reducen esencialmente, pero como méximo estd

dimensionada tan grande que la amplificacidén de potencia del

de seflal/ruido del receptor en esencia esté determinado por la
relacidn de sefial/ruido del grado de entrada.

La bobina ocasiona un contra-acoplamiento de co-
rriente y por ello un contra~acoplamiento en serie en el pri-
mer grado de transistor, por lo que la tensidn de las frecuen-

cias recibidas, que se manifiestan en la entrada del tranaistor
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mismo, se rebaja de modo casi independiente de la frecuencia
dentro del alcance de onda, y ademds la linea caracteristica
del transistor (corriente de colector en dependencia de la co-
rriente de base) se linealiza.

Es conocido, en un grado de alta frecuencia,
alcanzar una linealizacidén de la linea caracteristica del tran-
sistor para reducir la moldulacidén de cruz con una resistencia
éhmica, que no tiene colocado puente capacitivo, conectada en
el conductor del emisor, Esta conexidn, sin embargo, en las ac-
tuales exigencias de falta de ruidos de receptores, ya no es apli-
cable porque la resistencia Shmica ocasiona un ruido adicional.
Ademds es conocido (Nowak y Schilling "Vom Di-
pol zum Lautsptecher”, Hannover 1950, pdgina 107) que en la re-

cepcidén de ondas ultracortas la inductividad propia del conduc-

A

tor de cédtode de una vAlvula ocasiona una debilitacidén de la re:

cepcidn. Por ello se recomendd mantener esta inductividad lo me

nor posible por establecimiento lo méds breve posible del conducf
tor.

El invento se basa en el conocimiento de que
una inductividad en el conductor de emisor de un transistor, que
es esencialmente mayor que la inductividad en el conductor de

entrada hacia el emisor, respecto a la reduccidén de las pertur-

baciones arriba descritas, es tan favorables, que puede aceptar-
se sin mds el inconveniente de la reduccidn de la amplificacidn
del primer grado, Sén embargo,’es importante que se respeten log
lImtes indicados del dimensionamiento., Enél caso de inductividad

demasiado pequefin (dehmjo de una resistencia inductiva de apro-
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levanta tanto por encima del zumbido del grado diguiente, que

ximademente 50 ohmios a 95 MHz y un transistor de alta frecuen-
cia del tipo hoy usual AF 102 6 AF 106) el éxito deseado es dew
mrsiado pequefic y en el caso de inductividad demasiado grande
(por encima de una resistencia inductiva de aproximadamente 120
ohmios) se manifiesta un ruido demasiado fuerte, porque enton-
ces, a consecuencia de una amplificacidén demasiado reducida del
primer grado, ademéds del zumbido del primer grado se manifies-
ta tmabién el zumbido del grado siguiente.

Una significativa mejora de las propiedades del
pr@mer grado de transistor se consigue segin otro desarrollo del
in&ento, cuando entre colector y emisor se coloca un condensa-
dor dimensionado de tal modo que el retro-acoplamiento, acosio-
nado por éste, levante total o parcialmente o sobrepase el con-
tra-acoplamiento a través del trayecto de colector-base.

Por la reduccidn, respectivamente supresidn, dell
contra-acoplamiento, efectivamente se aumentg la amplificacidn
del primer grado, que es ventajosa en s no sélo a causa de la
mayor amplificacidén, sino que eleva también la relacién de se-

fial/ruido del receptor, porque el zumbido del primer grado se

el dltimo zumbido es de correspondiente influencia menor. A pril
mera vista este éxido parece sorprendente porque, como se ha

mencionado arriba, podrla aceptarse una disminucidén de la ampli

ficacidn del primer grado por el contra-acoplsmiento con.la bo-
bina en el conductor del emisor. La explicacidn de esta aparen-

te contradiceidn reside en que el contra-acoplamiento de corrier—
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te con la bobina en el conductor Qe emisor es de banda ancha,
es decir es casi uniforme en el alcance de onda, mientras que
el contra-acoplamiento sobre la capacidad de colector-base es
ﬁn contra-acoplamiento de tensién, que depende de la tensidn
alterna en el colector. Pero como esta tensidn alterna estd det
terminada por el circuito de oscilacidén sintonizable a la res-
pectiva frecuencia de recepcidn, el contra-acoplamiento de tent
sidn se ejerce sdlo de acuerdo con la curva de resonancia de
este circuito de oscilacidn, esto es en esencia sélo en la de-
seada frecuencia de recepcidén y las frecuencias muy préximas.
Pero precisamente esto es desfavorable, ya que en la récepcidn
de una emisora deseada es deseable que no se debilite ésta, si-
no las frecuencias pardsitas. A cuasa del debilitamiento o de
la eliminacidén del contra-acoplamiento de banda estrecha inde-
seable’o incluso a causa de un retro-acoplamiento positivo de
banda estrecha, por lo tanto, la amplificacién se hace corres-
pondientemente mayor o se puede dimensionar correspondientemen-
te mayor el contra-acoplamiento de banda ancha y alcanzar por
ello otro debilitamiento de las frecuencias de recepcidén indesea-
bles.
_ Como han demostrado los ensayos, por el inven-
to y por el ulterior desarrollo del invento conjuntamente pueda
alcanzarse, que hasta tensiones de recepcidén de 100 mV en la an~
tena, el grado de transistor sea aproximadamente equivalente &
un grado normal de vdlvula,

El dibujo muestra un ejemplo de ejecucidn del

invento. Ls antena dipolar 1 est4 acopiada fijamente con el ciy




10

15

20

2b

_que las inductividades de los circuitos de oscilacién 2 y 8.

cuito 2 de oscilacidén de entrada. Para conseguir la deseada adfpw
tacién (adaptacidn 6ptima de ruidos) el circuito de oscilacidn

2, por aplicacidén de una divisidn capacitiva de tensién median:

te los condensadores % y 4 estd acoplado con la base del tran-
sistor 5. Desde el divisor de tensién de base 6, 7 se conduce
una tensién predeterminada a la base. En el colector estd si-
tuado el circuito de oscilacién 8, que es sintonizable, mien-
tras que el circuito 2 de oscilacién de entrada en este ejem-
plo est4 sintonizado fijamente al centro del alcance de ondz
ultra-corta, es decir aproximsdamente a 95 MHz. Tal sintonizae-
¢idén fija simplifica esencialmente el receptor,.perc hace to-
davia mds importante la aplicacidén de medios para la elimins-
cidn de la influencia de frecuencias perturbadoras. La salida
del primer grado de transistor estd acoplada a través de un con~
densador 9 con el grado siguiente, por ejemplo con un grado de
mezcla,

La bobina conectada y dimensionada segin el in-

vento en el conductor del emisor, est4 designada con 10. La in;

ductividad de la bobina 10 es aproximadamente del mismo valor

En el conductor del emisor estd situada ademds
de manera conocidad la resistencia 11, que sirve para la esta-
bilizacién del punto de trebajo, la que, sin embargo, para las
corrientes alternas del emisor tiene por encima un puente por

un condensador 12,

El condensador 13 sirve para la reduccién o com

pensacidn o supercompensacién del contra-acoplamiento sobre la
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capacidad de colector-~base. EL mismo tiene por ejemplo una capa
cidad de 1 pF.
El condensador 13 tiene, adicionalmente a los

efectos arriba descritos, todavia el siguiente efecto. Por la

disminucidn del contra-acoplamientc de tensidn se aumenta la re
sistencia interna del transistor 5, de modo que se hace menor

la amortiguacidén del circuito de oscilacidén 8. Por ello se hace
mayor la seleccidén del circuito de oscilacién 8, de modo que pue-

de 1llegar menos frecuencias pardsitas al grado siguiente g por

ello también alll se reduce una formacién de frecuencias de com
binacidén, A esto puede contribuirse ademds porque se dimensiona
pequefio el condensador de acoplamiento, porque entonces la re-

sistencia de entrada del grado siguiente actua amortigusndo me-

nos sobre el circuito de oscilacidén 8. Tna disminuecién de la ca;
pacidad 9 es posible, porque por la cpnexidn adicional del con-
densador 13 se aumenta la amplificacién del primer grado.

Para la reduccidn o compensacidn ; supercompen~
sacidén del contra-acoplamiento a través de la capacidad de coleg-
tor-base pueden emplearse también otras conexiones conocidas de

neutralizacién.,

N 0 T A

"
n
]

La presente patente de invencidn, comprende las
siguientes reivindicaciones:
1.- Yisposicidn de grado de entrada de transis-

tor de un receptor, en conexidh de emisor, en que la entrada es+
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t4 situada entre base y tierra, caracterizada porque en el con-

ductor de puesta a tierra del emisor del transistor estéd situa-
da una bobins, cuya inductividad estdn dimensionada con tal va-
lor que las amplitudes de frecuencias de combinacién pardsitas
estén esencialmente reducidas, pero como méximo estén dimensio-
nadas con un valor tal, que la amplificacidén de potencia del
grado de entrada tenga todavia el valor, en el que la relacién
dé sefial/ruido del receptor esté determinada en esencia por la
relreidn de sefial/ruido del grado de entrada.

2.~ Disposicidn segin la reivindicacién 1, ca-
racterizada porque el contra-mcoplamiento a través de la capa-
ciéad de colector~base, por una conexidén de neutrslizacidn, to-
talmente o en parte estd compensado o supercompensado.

%+= Disposicién segiin la reivindicacién 2, ca-
racterizada porque la conexidén de neutralizacién se compone de
un condensador entre colector e emisor.

4.- Disposicidén segin la reivindicacién 2, ca-
racterizada porque el circuito de oseilacidén de salida del gra-
do de entrada es sintonizable a la emisora due deba recibirse
en cada caso.

- 5.~ Disposicién segin la reivindicacidén 1, pa-
ra el alcance de ondas ultra-cortas, caracterizada porque el
cirguito de oscilacién de entrada del grado de entrada estd sin
tonizado fijamente al centro del alcance, y el circuito de os-
cilacién de salida de este grado es sintonizable a la emisora

que deba recibirse en cada caso,
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6.~ Disposicidn de grado de entréda de tran-
sistor de un receptor.

Seglin se describe y reivindica en la presente
memoria descriptiva y se ilustra con los dibujos que a la mis-
ma se acompalife
Consta esta memoria de ocho hojas foliadas y

escritas a méquina por una sola de sus caras.
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